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１．概要（Summary） 

太陽電池の変換効率向上を目指し、半導体量子ドット

を用いた構造が注目されている。太陽電池への応用のた

めには、半導体量子ドットのサイズ、位置を考察すること

が重要であるが、これが GaAs バッファー層の表面状態

に影響を受けていると考えられるため、検討を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用装置 

真空蒸着装置、超高精度電子ビーム描画装置 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

  

 

 

 

MBE を用いて、GaAs バッファー層上に、InAs、

In0.9Al0.1As量子ドットを成長した試料において、InAs、

In0.9Al0.1As 量子ドットの形成原理を明らかにするた

めに、InAs、In0.9Al0.1As 量子ドットのサイズが、GaAs

表面の粗さとどの様に関連しているか調べた。 

 結果は、GaAs 表面が粗い方が、量子ドットのサイズ

は増加する傾向にある事がわかった。今後は、シミュ

レーションを用いて検証を行っていく予定である。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・参考文献 

Focused ion beam implantation induced site 

selective growth of InAs quantum dots 

M Mehata, D. Reuter, A. Melnikov, D. Wieck, and A. 

Remhor  

Applied Physics Letters 91,123108-1/3 (2007) 
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Fig. 1:Roughness of GaAs serface vs InAs 

quantum dots size 

Fig. 2:Roughness of GaAs serface vs 

In0.9Al0.1As quantum dots size 


